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薄膜の熱膨張率測定

半導体ウェハのフォトレジストや基板上封止材等、薄膜の熱膨張率を測定いたします。

レーザー干渉法による
基板上封止材の熱膨張率測定

Cat.No 3E2J-347-00-240607

レーザー干渉法を用いることにより、極めて薄く、母材から剥がせず自立しない試料の熱膨張率を測定できます。

半導体ウェハ上フォトレジストの熱膨張率測定事例

右に、半導体ウェハ上の
フォトレジストの熱膨張
時変位の測定結果を、
下表に右図から計算し
た熱膨張率の結果を示
します。

フォトレジストを構成する
樹脂成分相当の熱膨張
率が測定されました。

測定原理

装置外観測定原理

★フォトレジストの熱膨張率は

TMA法では測定困難

【提案方法】

フォトレジスト＋
ウェハの熱膨張率

－

ウェハの熱膨張率 フォトレジスト
の熱膨張率

半導体ウェハ

酸化膜

フォトレジスト

ダイシング
半導体チップ

フォトレジスト＋下地

下地

フォトレジスト

熱膨張率 [/℃]

0℃～23℃ 0℃～50℃

4.86×10-4 5.64×10-4

フォトレジストの
熱膨張率測定結果

フォトレジストの熱膨張時変位の測定結果

半導体のフォトリソグラフィ工程においては、半導体ウェハ上に厚さ10μm程度のフォトレジストが形成されます。フォトレジ
ストは、極めて薄く、ウェハから剥がせないため、TMA法では熱膨張率の測定が困難です。しかしレーザー干渉法を用い、
「フォトレジスト＋ウェハの熱膨張率」と「ウェハの熱膨張率」をそれぞれ測定し、差分を計算することで、「フォトレジストの
熱膨張率」を導出できます。


